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Spoééb krotkookresowego azotowania gazowego

+ Wynalazek dotyczy sposobu krétkookresowego azotowania gazowego o regulowanym stezeniu azotu i wegla
w warstwach typu epsilon.

Krétkookresowe azotowanie gazowe stosuje si@ w celu wytwarzenia odpornych na zuzycie warstw dyfuzyj-
nych na elementach wykonanych ze stopéw zelaza. Warstwy te majg budowe strefowa, zréZznicowans pod
wzgledem stezen pierwiastkéw, sktadu fazowego i wtasnosci.

Preces krotkookresowego azotowania gazowego prowadzi sie zwykle w atmosferze czesciowo zdysocjowane-
go amoniaku w zakresie temperatur od 480 do 700°C.

Istotny wptyw na trwatos¢ w eksploatacji i wtasnosci wytwarzanych warstw ma |ch budowa.

W procesie azotowania gazowego stezenie azotu i wegla dyfundujacego z podtoza lub atmosfery wynosi
przy powierzchni okoto 11% i stopniowo maleje wgtab warstwy. Bezposrednio przy powierzchni tworzy sie
krucha, porowata strefa fazy epsilon, ktérej grubosé rosnie w miare wzrostu czasu procesu.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb krétkookresowego azotowania gazowego lub procesu pokrewnego,
w ktérym dominuje dyfuzja azotu do stopu zelaza, na przyktad siarkoazotowanie, tlenoazotowanie, czy weglo-
azotowanie umozliwiajacy otrzymywanie warstw azotowanych o maksymalnym s$rednim stezeniu azotu i wegla,
nie przekraczajacym 8,5% w wierzchniej strefie warstwy, ktérej grubosé wynosi do 20% catkowitej grubosci
warstwy epsilon. Warstwa o stezeniu azotu iwegla nie przekraczajacym 8,5%, o stukturze dwufazowej
epsilon + gamma prim charakteryzuje sie najlepszg odpornoscia na $cieranie oraz wysoka twardoscia ,

W celu wytworzenia warstwy.o podanym stezeniu i strukturze, koniecznym jest przeprowadzenie procesu
w atmosferze o okreslonym umownym potencjale azotowania wyrazonym stosunkiem ci$nieri czagstkowych amo-

niaku.i wodoru .
NH
pH, 32,

Sposéb  krétkookresowego azotowania gazowego wedtug wynalazku polega na wygrzewaniu wsadu
w retorcie w atmosferze gazowej, sktadajacej sie z czesciowo zdysocjowanego amoniaku badz z czesciowo zdyso-
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cjowanego amoniaku z dodatkiem innego gazu w temperaturze 520 do 700°C, przy czym iloraz cisnier czgstko-
wych amoniaku i wodoru wynosi: pNH3/pH,3-2 = 0,6 do 15, a czas procesu jest zawarty w granicach 0,6 do 12
godzin dla elementéw z uaktywniong lub nieuaktywniona powierzchnig. Wsad wraz z retortg chtodzi sie w atmo-
sferze gazu obojetnego do temperatury 100—200°C.

Potencjaty atmosfery, zawierajace si¢ w granicach 0,5 do 15, state lub tez zmieniajace sie podczas procesu
sq " zalezne od sktadu chemicznego stali. Atmosfere o wymaganym potencjale uzyskuje sie na drodze doboru
proporcji wyjsciowych amoniaku rozciericzonego dowolnym gazem.

Przyk+tad. Do retorty zatadowano 300 kG wsadu czesci stalowych ze stali niskoweglowej, a nastepnie
przeptukano retorte gazem obojetnym podczas jej nagrzewania do temperatury 620°C. Po osiagnieciu tempera-
tury 620°C doprowadzono do retorty atmosfere gazowa skiadajaca sie "z amoniaku i wodoru o proporcjach
gazéw umozllwualacych uzyskanie ilorazu ciesnieri czastkowych

pH,

Wsad wygrzewano przez 3 godzmy, a nastepnle wyjeto z pieca i wraz zretortg chtodzono w atmosferze
gazu obojetnego do temperatury 150°C.

Po procesie kontrolowano twardo$¢ powierzchni, grubosé warstwy typu epsilon i stezenie azotu + wegla
Twardo$é powierzchni wynosita 650 HVO,5, grubosé¢ warstwy typu epsilon 20 4 m, 3 stezenie azotu i wegla
bezposrednio przy powierzchni 8,2%.

Zastrzezenie patentowe

Sposoéb krétkookresowego azotowania gazowego polegajacy na wygrzewaniu wsadu w retorcie w atmosferze
gazowej, sktadajacej sie¢ z czgséciowo zdysocjowanego amoniaku, badz czesciowo zdysocjowanego amoniaku
z dodatkiem innego gazu w temperaturze 520 do 700°C, znamienny tym, ze iloraz ciénierh czastkowych
PNH3/PH23/2 jest zawarty w granicach 0,5 do 15, przy czym wsad wygrzewa sie w czasie 0,5 do 12 gcdzindla
elementow z uaktywniong lub nieuaktywniong powuerzchma, a nastepnle chtodzi sie go wraz z retortg w atoms-
ferze gazu obojetnego do temperatury 100 do 200°C.
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